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54 Zplisob piipravy fotocitlivych tenkych vrstev Cdsxbel_x

Vynélez Ee tyk4 zplsebu pripravy fotocitlivych tenkych vrstev CdeSel_x, kde 0 € x €1,
pFi nsw# se vrstvy na podlozkdch ponofujf do nejméne jednoho rozteku, obsshujicihe ionty
kovi, ne definevaneu dobu pri definovené teploté a zpracovaveji v kvasiuzavreném prostoru.

Vynélez sleduje dogaéeni 2édané zZvislosti pribéhu edporu vrsty ne intenzite osvétlent
v Birokém oboru intenzit, pti soulasném spln&ni deldfch poiadavkd ne rychleu relaxeci fote-
proudu, malou zdvislost na pPedchozim prib&hu esvetleni, slebou zdvielost odporu ns zmené
teploty a dlouhedobou stebilitu v8ech vlastnestf fotecitlivych vrstev, coZ jsou podminky
nutné naprikled pre &innest linedrnfh# fotoodporu ve fotografickém piistroji s expozilni
automatikou.

Jsou znémy rizné zplsoby prfpravy fotocitlivych vrstev CdeSel_x. Vsechny tyte zplseby
jsou zaloZeny ne zaveden{ aktivétoru, coZ je prve% z podskupiny Ib periodické tabulky prvkd
do vrstvy CdeSel_x za spoluilasti koektivdtcru, ceZ je prvek ze VII hlevni skupiny perie- '
dické tebulky prvkd. Nékterd zndmé PeSenf doporuduji pridéni daléich prechodnjch kovl za ule-
lem mlepSeni peremetrd fotocitlivych vrstev. Aktivétor & kosktivéter jsou zavedeny deo vrst-
vy CdS Seq . bud prime pFi tvorbe vrstvy qapafovénim, sintreci, vysrédZenim &i nest¥{ikénim,
nebe prileZenim jiz hotové vrstvy ns sktivadni sm&s neptikled sloZenou z CdS, CdCl2 & CuCl,

s nésledujici tempera€f v peci.
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Dosud pouZivené zpliseby maji Iedu nevyhed, Jjeke je nizké reprodukevaetelnecst v hromadné
vyrobe, zavadi-1li se pﬁimés.souéesné s tvorbou vrstvy, pPfipadnc¢ pPi druhém zplsebu je ob-
t1Zné kontrolovatelny viiv podloZky, na niZ je rozprostfena aktivn{ smes, nebe je nutne po-
uZit silnou vrstvu ektivedni smvsi, coZ je neekonomické, nebel obvykle poti¥ebnéd hmotnost
smé&si je vice neZ stondsobn:¢ vy881 neZ hmotnost fotecitlivé vrstvy. Zndmy zplsob neodstra-
nuje viéechny nevynedy, pouzivé jedt¥ pomérné zna&né mnozstvi aktivedni smési s fotocitlivé
vrstvy nesplfiujf jedté viechny néreky kladené ne &idlo de expozidni autometiky fotografic-
kéne pFistroje, predevdim jed3t& vykezuj{ znalnou zdvislost na predchézejicim osyetleni.

Uvedené nedostatky odstranuje zrluob pripravy fotocitlivych tenkych vrstev Cd%Pirx’
kde O > x =1, pti némZ se vrstvy ne podloZkdch ponofujf do nejmén& jednoho rozteku, obsa-
hujicihe ionty kovi, ne definevaneu dobu p¥i definovené teplot® a zpracovéveji v kvasiuzave
Teném prostoru, podle vynédlezu.

Jého podsteata spolivd v tem, Ze se pouZije reztek, ebsshujic{ ionty m&di nebo st¥ibrs
a zpracovédni v kvasiuzevieném prostoru se provéddf zs pFitomnosti chleridu piechednéhe kevu
skupiny Zeleza a/nebo halogenidu II.b podskupiny periedické tebulky s ndslednou tempersci
ve vzniklych perdch,

Podle delSfno vyzneku vyndlezu se jske helogen pouZije chlerid mangenu.

Podstata zarizenf podle vyndlezu spodivd v tem, Ze kvesiuzavieny prester je tvoren
dvejicemi podloZek s nanesenymi vrstvami, predem smodenymi v rezteku chleridu prechednéhe
kovu skupiny Zeleza &/nebo nalogenidu Il.b podskupiny periedické tabulky, prile¥enymi ektiv-
n{ vrstvou smérem k sobéd.

Vyndlez umolhuje velmi presné zsvedeni defineveného mneZstvi ektivdtoru, nebel zde de-
chézi % definované chemické reskci a vytvoreni vrstvy sirniku nebo selenidu p#isludného te-
vu ne povrchu kaidého fotoedporu. Zpisob ddle umoZnuje velmi jedneduché zavedeni kosktivéte~
ru do vrstvy e spulasné rozdifundovéni asktivdtoru ve vrstvd a rekrystalizaéi vrstvy. Zplseb
Jje technologicky velmi jednoduchy, zemezuje neiadouci znedifténi vrstvy difuzi nevhednych
prin¢sf nepiiklad z podloinf destidky pro umistenf ektivedni smesi, nebo¥ fotocitlivé vrst-
vy (fotoodpory) neprichdzeji aktival vrstvou polovodile CdeSel_x do stvku s podloZn{i kera-
mikou éi jinym msteridlem, na nemZ jseu viunovény do temperadni rece. Zplsob odstranuje nut-
nost pouzit podsypové smési, coi predstavuje znadneu usporu drahého meteridlu, pridemZ para-
matry fotoodpord zlstéave,{i velmi dobfe reprodukovetelné.

Zpisobem & zsPizenim podlé vvndlezu je zjednoduSen technelogicky proces, dosaZena uspo-
re msteridlu, zlepfeny fyzikdlnf vlastnesti fotocitlivych vrstev, predevdim je zvySene rych-
lost relaxace fotoproudu, snfZena zdvislost ne piedchézejfcim osvetleni a zvySene reproduko-

vetelnost fyzikdlnich parametrd vrstev. Prektické pouziti navrhovanéhno technologickénoe po-

stupu je zTejmé z ndsledujicfho p¥fkledu
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Pfiklad

| Na zabroeu3enych kersmickych pedloZkéch z jeciné stgany napebené vrstvy CdSO,gsseOmO5
sily 1,4 ,um byly ponodeny na 30 sekund do 75 °C teplého reztoku chloridu médného CuCl a
hydrexyleminhydrochloridu v destilevené vod&, %oncentrace roztoku 5,2 mg CuCl & 0,25 g
hydrexylaminhydrochl@ridu na jden litr roztoku. Po eplechu byly vrstvy ponoPfeny na 1 minutu
dae 75 °C teplého roztoku dusiénanu st¥ibrnéhe AgNO5 v destilované vod¢, koncentrace roztoku
0,15 mg AgNO3 na jlen litr reztoku.

Pe osuleni vrstev nésledeva} ponor nspafenych vrstev CdeSel_x do roztoku chleridu
mengenatéhe v destilované vod&, koncentrace roztoku bylas 400 g MnCl,.4 H,0 na jeden litr
roztoku. Pe zhrube jedné minuté jsou vrstvy vyjmuty z roztoku, osufeny volnym pP¥iloZenim na
filtrséni papfr e neskldddny na kremenneu podloiku vZdy dva e dva na sebe, nepafenou vrstvou
k sobé& tak, Ze se vrstvy CdSO’%SeO,05 napafené na kersmickych podloZkdch dotykaji po celé
plode jedna drulé. Ndsleduje temperace 30 minut pfi 530 %c. Timto je proces pripravy fote-
citlivych tenkych vrstev ukonden a na vrstvu se napaii indievé elektrody. *¥i pouZiti uve-
denéhe postupu a uvedenych koncentraci roztekl se dostanou fotoodpory s pribliZng linedrni
zévislest{ odporu na osvétleni v rezsshu 0,1 a% 100 lux, s rycnlou relexeci fotoproudu e
melou zdvislosti edporu na predchdzejicim osvita s nfzkeu zdvislosti odporu ne teploté.

Zmeéneu Urovnd “oncentrace jednotlivych roztekd a vybérem vhodnych kosktivétord lze do-
séhneﬁt r&zné_poéadovebé zévislosti odporu na osviétleni & optimelizovat ostatni fyzikdlni
parsmetry fotocitlivych vrstev podle potfeb dené aplikace.

Vyse uvedeny technelogicky postup nenf -omezen jen ne pripravu fotoedporid pro fotogra-
fické udely, je moiné jej s vyhodeu pouzit i na phiprevu fotecitlivych vrstev ne bézi
CdeSel_x, kde 0 S x € 1 pro dernoebilou a barevnou xerogrefii, pro detektory a systémy de-
tekterd ultrafislovéhe, viditelnéhe a infrelerveného zéfeni, pre optické snimact eiektrenky

a slunednf feotovoltaické Elénky.

pReEDMET VYNLELEZU

1. Zpisob p¥iprevy fotocitlivych tenkych vrstev CdS Se, ,kde 0=x-=1, pPfi nimZ se vrstvy na-
nesené na pedleikéch ponefuji do nejméné jednehe rozteku, obsshujicihe ionty kovid, ne de-
finevaneu debu pii definované teplot® & zpracevévsji v kvesiuzav¥eném prosteru, vyzneuji-
cf se tim, Ze se pouZije roztok, obsehugici ionty midi nebo st¥ibra e zprecovéni v kvasi-

» uzevieném prosteru se provdd{i za pFitomnosti chloridu prechodného kovu skupiny Zeleza a/

nebe helegenidu II b podskupiny periedické tabulky s néslednqu tempersci{ ve vzniklych peréch.

2, Zpleeb podle bodu 1 vyznadujici se tim,Ze se jako chlorid pouZije chlorid mengenu.

3. Za¥fzeni k provédeni zplsobd podle bodd L a 2 vyznalené tim, ze kvesiuzevieny prostor je
tveren dvojicemi podloZek s nanesenymi vrstvemi, pPredem smolenymi v roztoku chloridu pre-
ghedného kovu skupiny %eleza a/necbo halogenidu II b podskupiny periodické tebulky, pfi-

loZenymi aktivni vrstveu smcrem k sobé.
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